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Тема дисертації:
1. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового
вузла для вирощування бездефектних злитків у промислових умовах. -

2. The analyses of the thermal conditions influence on Si monocrystals structural perfectness and the thermal unit
development for defect - free ingots growing in industrial conditions.

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена визначенню теплових умов ростової системи, що дозволяють вирощувати
бездефектні монокристали кремнію діаметром 200 мм, та їх реалізація шляхом розробки теплового вузла з
відповідною науково - обґрунтованою геометрією. Зроблено аналіз механізму формування теплових умов у
ростовій установці вирощування монокристалів кремнію методом Чохральського. Визначено вплив теплових
умов на щільність мікродефектів і нерівномірність розподілу кисню в монокристалах кремнію. Розроблено
модель, що пов'язує теплові умови з мікродефектами і киснем у монокристалі кремнію. На основі цієї моделі
проведено параметричні дослідження й отримано нові результати, що визначають закономірності впливу
теплових екранів і властивостей конструкційних матеріалів на розподіл кисню і щільність мікродефектів у
монокристалі кремнію. Визначено систему теплових екранів і кутові коефіцієнти , що визначають значення



ефективного випромінювання з поверхонь у зоні теплового вузла. Розроблено конструкцію теплового вузла,
що забезпечує формування теплових умов для вирощування монокристалів кремнію діаметром 200 мм із
щільністю мікродефектів, що не перевищує по довжині злитка 5 деф·см-2 і нерівномірністю розподілу
кисню, що не перевищує . Розроблено і впроваджено пристрій, що вимірює щільність мікродефектів на
поверхні пластини монокристалу.

2. The author analyzed the thermal conditions formation mechanism in Sz Si monocrystals growth сhamber. It is
determined the thermal conditions influence on microdefects density and oxygen irregular distribution in Si
monocrystals. The work presents the model binding thermal conditions, microdefects and oxygen in Si crystals.
On the basis of the model author carried out parameter research and received new results that defin regularity of
thermal screens and construction materials peculiarities influence on the oxygen distribution and microdefects
density in Si monocrystals. It is stated the thermal screens system and angle coefficients that determine the
definition of effective radiation from the surface in the thermal unit zone. It is developed the thermal unit
construction providing thermal conditions formation for 200 mm Si monocrystal ingots with microdefects density,
ingot length not exceeding 5 def.sm-2 and oxygen distribution irregularity being no more than . It is developed and
applied the unit for microdefects density measurement on the monocrystal wafer surface.
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